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  비  갖는 도체 과,  도체 에  PN 합 , 상    비

어느 한쪽 는 쪽  에  시 과, 상    비 에   취  극

비하는 태 지 , 상  시  막 께 40nm 하  산 루미늄막  포함하는 것  특징

하는 태 지.   에 특  막 께  산 루미늄막  함 , 래  도  트

만  한 시  능과, 실리 과 극  한   얻어진다.  한 산 루미늄

막  시  과  얻  하여 래 필 했  어닐링 공  생략할  어, 비  감에 단  

하다.  

  도
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특허청  

청 항 1 

  비  갖는 도체 과,  도체 에  PN 합 , 상    비

 어느 한쪽 는 쪽  에  시 과, 상    비 에   취  극

 비하는 태 지 , 상  시  막 께 40nm 하  산 루미늄막  포함하는 것  특징

 하는 태 지.

청 항 2 

 1 항에 어 , 상  시  P  도체  비  는 N  도체   

어 루어지는 것  특징  하는 태 지.

청 항 3 

 1 항 는  2 항에 어 , 시  산 루미늄막과,  산 루미늄막 에  다  

체막  갖고,  다  체막  산 실리  산 티탄, 탄 실리  는 산 주  루어지는 막

 것  특징  하는 태 지.

청 항 4 

 1 항 내지  3 항  어느 한 항에 어 , 상  극  도  트  하여 루어지는 결체

,  결체  상  산 루미늄막  포함하는 시  통시킴  상  극   

 시  루어지는 것  특징  하는 태 지.

청 항 5 

 4 항에 어 , 상  결체가 B, Na, Al, K, Ca, Si, V, Zn, Zr, Cd, Sn, Ba, Ta, Tl, Pb  Bi  

택 는 1  는 2  상  원  포함하는 산  함 하는 것  특징  하는 태 지.

청 항 6 

 4 항 는  5 항에 어 , 상  산 루미늄막에 어  내  하가 상  에 해 가하는

것  특징  하는 태 지.

청 항 7 

 4 항 내지  6 항  어느 한 항에 어 , 상  산 루미늄막  상  결체  통에 해 극 직하

가 는  거 어  극 직하  역  어도 에 재하는 것  특징  하는 태 지.

청 항 8 

 1 항 내지  7 항  어느 한 항에 재  태 지  하여 루어지는 것  특징  하는 태 지

듈.

청 항 9 

도체 에 PN 합  하는 공 과,  도체    비  어느 한쪽 는 쪽

에 시  하는 공 과, 상    비  에  취  극  하는 공

포함하는 태 지  , 상  시  막 께 40nm 하  산 루미늄막  

하는 것  특징  하는 태 지  .

청 항 10 

 9 항에 어 , 상  극  도  트  500?900℃에  1 ?30 간 함  결체  하

고,  결체  상  시  통하여 함 , 상  극    시키는

것  특징  하는 태 지  .
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청 항 11 

 10 항에 어 , 상  결체가 B, Na, Al, K, Ca, Si, V, Zn, Zr, Cd, Sn, Ba, Ta, Tl, Pb  Bi

택 는 1  는 2  상  원  포함하는 산  함 하는 것  특징  하는 태 지  .

청 항 12 

 10 항 는  11 항에 어 , 상  산 루미늄막에 어  내  하가 상  에 해 가하

는 것  특징  하는 태 지  .

  

   

본  생산  고, 하  고  태 지, 그   태 지 듈에 한 것 다.  [0001]

 경  

래  단결  다결  실리   사 한  산  태 지  , P   태 지[0002]

개  도 1에 도시한다.  도체 (실리  )(101)  에,  등  V  원  고 도 산하

여 N (102)  함  PN 합(103)  하고, P   N  실리   쪽 주 (   비

)에는, 보다   들  하여, 실리  보다도 낮   갖는 체막

(104, 105)  각각 어 다.  들 체막(104, 105)에는 산 티탄, 질 실리 , 탄 실리 , 산 실

리 , 산 주  등  리 사 다.  가  과  하  한 체막  막 께는, 막  에

라  다 지만,  질 실리 막  경우에는   에  80?100nm  도,  에  90?300nm

도 다.  

한 과 비 ( )에,  생  리어  취 하  한 극(106, 107)  어 다.   [0003]

극   는 비  에 ,  루미늄 등   미립   에   

트 , 크린  등  사 하여 쇄하고, 열처리  행하여 과 시키는  리 사 고 다.

극  체막  후에 행하는 것  다.  그 에 극과 실리   시키  해

는, 극-실리   간  체막  거할 필 가 지만,  트  리  첨가

함   트가 체막(104, 105)  통하여 실리  에 하는,  어 루가

가능하게 어 다.  

체막(104, 105)   하  한 능  실리    리어 재결합 억 가 다.  결  내[0004]

 실리  원 는 하는 원 리 공 결합하여, 한 상태에 다.  그 지만, 원  열  말단

에 는, 결합해  할  원 가 재하게 , 미결합  는 링 본드라고 컬어지는 

한 에 지 가 한다.  링 본드는   에, 실리  내 에   생  하

포 하여 시  , 태 지  특  상 다.   실  억 하  하여, 태 지에 는 어 한

 단  처리  하여 링 본드  감시키거 , 는 사 지막에 하  갖게 함 , 에 

어    공  어느 하  도  폭 하시 ,  공  재결합  억 한다.  특 , 후 는

계 과 시 라고 린다.  질 실리 막 등  하  가지는 것  지고 어, 계 과 

시    다.  

그 지만, 질 실리  등  하  갖는 막  P  실리  에 하 , 태 지 특  하시키는 것[0005]

  다.  막  하에 해 P  실리   에 지 드는  상태  향하고,  리어

 도가 실리  에  진다.  P  실리  에 극  , 에 고  가  극

에 러들어 다.  태 지에   취 하는 것  N  실리  극 지만, P  실리  극에 

러든 는 리크  태 지  실  어 린다.  그 에, P  실리   시

에는 하량  비  다고 하는 실리  산 막 , 하  갖는 산 루미늄막  사 게 었다.  

한, 본 에 는 행 헌 는 하  것  들  다.  [0006]

행 헌
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Glunz, Applied Physics Letters 92, 253504, 2008 

 내

해결하 는 과

그 지만, 산 루미늄막  질 실리 막 등에 비해, 극 시  어 루가 곤란하여, 극과 실리[0008]

 간   항  커  림 , 한 태 지 특  얻어지지 다.  그 에 산 루미늄

막   실리   극 에는 막   거  극 에 맞 어 행할 필 가 었다.

 거는, 통상, 포트 리 그래피 , 산 지 트 등에 한 닝과, 산에 한 막  에 에 해 행한

다.  한 에  트  쇄 도포하는 ,  어블 에 한 닝 등도 다.  그러 ,

어느  해도, 단지 공 가 많 질 뿐만 니라, 재료비   비 도 많  들  에, 비  

에  실  극  낮  상 에 다.  

한 한편 , 산 루미늄막  시  능  한  해 는, 400℃ 도  열처리가 필 하[0009]

게 어 다.   에 태 지  공  욱 복 하게 어, 비  가 고 었다.  한 

 고  경  도  트는 산 루미늄막  통하  어  에,  항  커  태 지

 특  한해 린다.  

본 , 상  사  감 하여 루어진 것 , 산 루미늄막  어 루가 하고, 생산  [0010]

고, 하  고  태 지, 그   태 지 듈  공하는 것   한다.  

과  해결 단

본 들  상   달 하  하여  검  거듭한 결과,   비  갖는 도체 [0011]

과,  도체 에  PN 합 , 상   비  어느 한쪽 는 쪽  에 

시 과, 상    비 에   취  극  비하는 태 지에, 시

 막 께 40nm 하  산 루미늄막  포함하는  함  극 시  어 루가 가

능하게 어, 한 특  갖는 태 지가 얻어지는 것  견하고, 본  루게 었다.  

, 본 , 하  태 지, 그   태 지 듈  공한다. [0012]

청 항 1:[0013]

  비  갖는 도체 과,  도체 에  PN 합 , 상    비[0014]

 어느 한쪽 는 쪽  에  시 과, 상    비 에   취  극

 비하는 태 지 , 상  시  막 께 40nm 하  산 루미늄막  포함하는 것  특징

 하는 태 지.

청 항 2:[0015]

상  시  P  도체  비  는 N  도체  에 어 루어지는 청[0016]

항 1 재  태 지.

청 항 3:[0017]

시  산 루미늄막과  산 루미늄막 에  다  체막  갖고,  다  체막[0018]

산 실리 , 산 티탄, 탄 실리  는 산 주  루어지는 막  청 항 1 는 2 재  태 지.

청 항 4:[0019]

상  극  도  트  하여 루어지는 결체 ,  결체  상  산 루미늄막  포함하[0020]

는 시  통시킴  상  극    하게 하여 루어지는 청 항 1 내지
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3  어느 1 항에 재  태 지.

청 항 5:[0021]

상  결체가, B, Na, Al, K, Ca, Si, V, Zn, Zr, Cd, Sn, Ba, Ta, Tl, Pb  Bi  택 는 1  는 2[0022]

 상  원  포함하는 산  함 하는 청 항 4 재  태 지.

청 항 6:[0023]

상  산 루미늄막에  어  내  하가  상  에  해  가하는  청 항  4  는  5  재[0024]

태 지.

청 항 7:[0025]

상  산 루미늄막  상  결체  통에 해 극 직하가 는  거 어  극 직하 [0026]

역  어도 에 재하는 청 항 4 내지 6  어느 1 항에 재  태 지.

청 항 8:[0027]

청 항 1 내지 7  어느 1 항에 재  태 지  하여 루어지는 것  특징  하는 태 지 듈.[0028]

청 항 9:[0029]

도체 에 PN 합  하는 공 과,  도체    비  어느 한쪽 는 쪽[0030]

에 시  하는 공 과, 상    비  에  취  극  하는 공

포함하는 태 지  , 상  시  막 께 40nm 하  산 루미늄막  

하는 것  특징  하는 태 지  .

청 항 10:[0031]

상  극  도  트  500?900℃에  1 ?30 간 함  결체  하고,  결체  상[0032]

 시  통하여 함 , 상  극    시키는 청 항 9 재  태

지  .

청 항 11:[0033]

상  결체가 B, Na, Al, K, Ca, Si, V, Zn, Zr, Cd, Sn, Ba, Ta, Tl, Pb  Bi  택 는 1  는 2[0034]

 상  원  포함하는 산  함 하는 청 항 10 재  태 지  .

청 항 12:[0035]

상  산 루미늄막에 어  내  하가 상  에 해 가하는 청 항 10 는 11 재  태[0036]

지  .

 과

 , 특  P  도체  비  는 N  도체  에 특  막 께  산 루미늄[0037]

막  함 , 래  도  트  만  한 시  능과, 과 극  

한   얻어진다.  한 산 루미늄막  시  과  얻  하여 래 필 했  어닐링

공  생략할  어, 비 감에 단  하다.  

도  간단한 

도 1  래  태 지   1  도시하는 단 도.[0038]

도 2는 본  태 지  1  도시하는 단 도.

도 3  본  태 지  다   도시하는 단 도.

도 4는 본  태 지  다   도시하는 단 도.

도 5는 본  태 지   다   도시하는 단 도.

도 6  산 루미늄막  막 께에 한  항값  타내는 그래프.
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도 7  열처리 후  실  리어  타내는 그래프.

 실시하  한 체  내

하, 본 에  태 지  1실시 태에 하여, 도  참 하  한다.  단, 본  들 태[0039]

지에 한 는 것  니다.  

도 2  도 3에 본  태 지  1  도시한다.  도체 (201(301))   슬라  미지[0040]

도 5?60질량%  산 트  산 과 같  고 도  리 는 산과 질산  합산 등  사

하여 에  거한다.  도체 는 P  는 N  단결  실리  , P  는 N  다결  실리

, P  는 N  막 실리   등  도체  사 할  다.  단결  실리   CZ , FZ

 어느 에 해 어도 다.   들 , 고 도 실리 에 B, Ga, In과 같  III  원  도핑

하여, 비 항 0.1?5Ω?cm  한 컷 단결  {100} P  실리   사 할  다.  

계 해 ,  ( )에 처라고 리는 미 한 철  행한다.  처는 태 지  사[0041]

 하시키  한 한 다.  처는 가열한 산 트 , 산 , 탄산 , 탄산 트 ,

탄산 트 , 트라 틸 늄하 드 사 드 등  리 ( 도 1?10질량%, 도 60?100℃) 에,

10?30  도 지함  하게 다.  상   에, 량  2-프  해시 , 

진시키는 것  많다.  

처  후, 염산, 산, 질산, 산 등 는 러한 합  산   에  한다.  비  [0042]

특  에 , 염산 에   람직하다.  청 도  향상시키  하여, 염산  에, 0.5?5질

량%  과산  합하고, 60?90℃  가 하여 해도 다.  

  에  계(BSF) (206(306))  하  하여, 브  등  사 하여 900?1000℃  상[0043]

산  행하여, P
+

 한다.  BSF   체 에 해도 고(도 2  206),  극  에

맞 어  해도 다(도 3  306).   실리  태 지는 BSF  에만 할 필

가 고, 것  달 하  하여 리  2매 포갠 상태에  산하거 , 에 질 실리  등  

산 리어  하거  하여, 에 P
+

 생 지 도  리하는 것  람직하다.  한 BSF  

 고 도  산 어 어 리어 도가  에,  극(208(308))과 (201(301))  

항  감시키는 과도 다.  

다 에 시염  사 한 상 산  등에 해 N (202(302))  하여 PN 합(203(303))  한다.[0044]

통상, PN 합  에만 할 필 가 고, 것  달 하  하여 P
+

 2매 마주보게 하여 포갠

상태  산하거 , 에 질 실리  등  산 리어  하거  하여, 에  산 지 도

리하는 것  람직하다.  산 후, 에 생  리  산 등  거한다.  한,  행  상  

상 산  에도, 산 에 한 핀 , 프  등에 해 행할 도 다.  

다 에    사 지막  는 체막(204(304))  한다.  체막 는, [0045]

들 , 질 실리 막 등   50?100nm 도 막한다.  막에는 학 상 퇴  ( 하, CVD) 등  사

하고,  가  실란(SiH4)  니 (NH3)  합하여 사 하는 경우가 많지만, NH3 신에 질

 사 하는 것도 가능하 , 한 H2 가 에 한 막   프   ,  가  

 행하여, 원하는  실 할  다.  질 실리 막에 한하지 고, 열처리  원  퇴 ( 하,

ALD) 등  에 한 산 실리 , 탄 실리 , 산 티탄 등  신에 사 해도 다.  

한편,   P  실리  에는,  산 루미늄막(205a(305a))  포함하는  시 막( 시[0046]

)(205(305))  한다.  산 루미늄막  막 에는 CVD  ALD  주  사 할  지만, 진

공 착  링  사 해도 다.  CVD  ALD  경우, 에는 트리 틸 루미늄(TMA)  사

하고, 리어 가  (H2)  곤(Ar)  사 하는 것  다.  루미늄  산  산

(O2),  산 탄 (CO2),  (H2O),  (O3)  등  사 할   다(  들 ,  식:  Al(CH3)3+1.5H2O→

0.5Al2O3+3CH4).  CVD 에 어  막  퇴  들  해하고, 에 착시킴  진행하는 ,

 해는  가열 등에 해 100?400℃  열  행해도 고, 고주  계에 해 100?400℃  

 행해도 돼,  산  루미늄  비가 한 지  결 질 는 비결  질  막  얻  
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다.  

게 하여 얻어지는 산 루미늄막  하  갖지만,  하는 하  학 식에 래한다고 여겨[0047]

지고 다.  한, 여 에 는 간단하게 하  하여 Al2O3막에  에 하여 타낸다.  

2Al2O3→3(AlO4/2)
1-

+Al
3+

[0048]

는 막   지만, Al
3+

는 산 루미늄막 에 재하는 산  결합하여 도 ?억  [0049]

어  함  하  실하고, 막  하  갖게 다.  

상  하 생 는 학   어 , Al1-xOx에 어    x  산 루미늄막[0050]

, 산 루미늄과 , 탄 , 질  등  재한 그  계에 해 도 동 하게 다고 생각 고

고,  하  생에는 Al과 O가 공 하는 계에 어 , 상  학식  어도  Al과 O 사 에

립하  다.  

여 에 , 본 들  산 루미늄막  막 께에 하여 검  거듭한 결과, 막 께는 40nm 하 ,[0051]

람직하게는 30nm 하, 특  20nm 하 다.  하한값  특별  한 지 지만,   하게 

우  하여, 통상 1nm 상 다.  

 가  과  보다  하여, 산 루미늄막(205a(305a)) 에 다  체막(205b(305b))[0052]

포개는 것과 같  해도 다.  체막(205b(305b))에는, 학  에  산 실리 (SiO, SiO2)  사

하는 것  지만, 산 티탄(TiO, TiO2), 탄 실리 (SiC), 산 주 (SnO, SnO2, SnO3) 등  사 해도 다.

 체막(205b(305b))  막 께는 50?250nm가 람직하고, 보다 람직하게는 100?200nm 다.  막 

께가 지 게 거  지 게 껍거  하 , 가  과가 하게 는 경우가 다.  

어 , 상     비 ( )에 극(207, 208(307, 308))  한다.  극   말과[0053]

리 프리트    합한  트 등  도  트  과 에 쇄하고, 1 ?30

간, 특  3 ?15 간, 500?900℃, 특  700?850℃ 도  도에  함  다.   열처리에

해 시 막   트 등  도  트에 식 고,  도  트  결체  극

시 막  어 루(  통)하여 실리  과  한다.  한,    

극   각  마다 행하는 것도 가능하다.  

도  트  시 막 통 능  도  트   산 에 해 여 는 ,  산[0054]

는 B, Na, Al, K, Ca, Si, V, Zn, Zr, Cd, Sn, Ba, Ta, Tl, Pb  Bi  택 는 원  산

 1  단독  는 2  상  합하여 사 할  다.  에 해, 산 루미늄막 는 것과 

체막  통하여, 과  한  얻  해 는, 람직하게는 B-Pb-O계, B-Pb-Zn-O계, B-Zn-V-O계,

B-Si-Pb-O계, B-Si-Pb-Al-O계, B-Si-Bi-Pb-O계, B-Si-Zn-O계 등  리 재료  사 하는 것  다.  

산 루미늄막  상  결체  막 통에 해 극 직하가 는  거 어  극 직하  [0055]

역  어도 에 지만, 한 시  과  얻  해 는, 극 직하가 는  한

비 ( ) / 는  체 , 특  P  실리   비  체  는 N  실리   

 체 에 하는 것  람직하다.  

상, P  실리   사 한 경우   들어 본  태 지에 한 실시 태  했지만, 본 [0056]

 N  실리   사 한 태 지에 할 도 다.  도 4  5에 도시하는  같 , N  실리

(401(501))  고 도 실리 에 P, As, Sb  같  V  원  도핑하여 얻어지고, 는 항

0.1?5Ω?cm   것  사 한다.  N  실리  태 지는 상 한 P  실리  태 지  마찬가지  

하는 것  가능하다.  단, PN  합(403(503))  할 필  P
+

(402(502))   필 가 다.

한 한편   BSF   한 N
+

   체 에 행해도 고(도 4  406),  극

에 맞 어  해도 다(도 5  506).  

 시 에는 P
+

(402(502)) 에 본  산 루미늄막(405a(505a))  하고,  에,[0057]

다  체막(405b(505b)) , 한 산 실리 (SiO, SiO2), 산 티탄(TiO, TiO2), 탄 실리 (SiC), 산

주 (SnO, SnO2, SnO3) 등  체막  포개어 해도 다.   N  에는 질 실리 , 산 실리 ,
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탄 실리 , 산 티탄 등  체막(404(504))  하는 것  람직하다.  막 께 등  막 건, 극

(407, 408(507, 508))   건  상 한 P  실리   경우  동 하게 할  다.  

태 지 에는  과한  다시 들  해 사재  하는 것  람직하다.  사재에[0058]

는 진공 착 등  막 는 루미늄   등  사 해도 지만, 가  처리  행하지 고, 태

지  듈에  색  시트 등  사 하는 것만 도 하게 과는 얻어진다.   한편,  사재  사 하지

고, 도 산란  등  사시  하는 것도 가능하 , 게다가 상    도

태 지  하여 시키는 것도 가능하다.  

본  태 지 듈  상과 같  하여 얻어진 태 지   함  얻   다.  [0059]

(실시 )[0060]

하, 실험 , 실시   비  시하여, 본  보다 체  하는 , 본  하  실시[0061]

에 한 는 것  니다.  

[실험  1][0062]

< 극  항  검 >[0063]

산 루미늄막  막 께  검 하  하여, 우  실리  산 막  어 루에 래 사 하고 는 도[0064]

 트  사 하여, 산 루미늄막에 한 어 루  사했다.  어 루  극과 실리

 사   항  평가할  다.  

처 처리  시행한 께 240㎛, 가  15cm  P  실리  웨 에 브  상 산에 해 B[0065]

산  행하여 P
+

 했다.  P
+

 에 산 루미늄막  ALD 에 해 하고, 그 에 실리  산 막

 플라 마 CVD  했다.  실리  산 막  막 께는 산 루미늄막과  합계 막 께가 100nm가

도  했다.  들 시 막 에 시  어 루  Ag 트  빗 상   쇄하

고, RTP(고  열처리) 에 해 피크 도 800℃에  3 간 했다.  한 시료 는 각 건 5매 다.  

 항  래 에 해 평가하  하여, 폭 1cm,  5cm  트립 상   시료  1매  웨[0066]

 5개  라내어,  행했다.  

도 6  산 루미늄막  막 께에 한  항  계  타낸다.  산 실리 막?산 루미늄막  경[0067]

우,   항  산 루미늄막 께 40nm  근에  크게 하 고,  20nm  하에 는 산 실리 막 께

100nm(산 루미늄막 께=0nm)  동 한 도   항값  얻게 었다.   결과 , 한 

  얻  한  산 루미늄막  께는  40nm  하,  람직하게는  30nm  하,  특  20nm  하

해 다.  

[실험  2][0068]

< 극 에 는 시  과  검 >[0069]

다 에 산 루미늄막  시  과  막 께  계  사하  하여, 리어  에 한 평[0070]

가  행했다.  

산 에  경  마 리한 께 200㎛, 가  15cm  0.5Ω?cm P  실리  웨  에, 막 께가[0071]

상 한 산 루미늄막  ALD 에 해 했다.  한, 극  열처리  열  주  하여, 각 시

료  RTP 에 해 피크 도 800℃에  3 간 열처리했다.  

도 7  열처리  후에 어  실  리어  결과 다.  실  리어 란 실리  결[0072]

크에 어  리어 과, 실리 ?산 루미늄막 계 에 어  리어  루어지는 합

 리어 , 단 는 마 크  다.  도 7 , 검  사각  꺾  열처리  실  리어 

 타내고,  사각  꺾  열처리 후  실  리어  타낸다.  

체 시료에 어 , 열처리에 해 리어  상승하는 상  보 고, 한 리어  값  산[0073]

루미늄막  막 께에 하지 는다고 하는 결과가 얻어 다.  열처리에 한 리어  가는 산

루미늄막  내  하량  열처리  가한 것에 하고 는 것  CV 에 해 할  었다.

열처리 에 어  하량  1×10
10

?3×10
10

C?cm
-2

었  것에 해, 열처리 후에는 든 막 께 시료에
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 3×10
12

C?cm
-2

지 가했다.  한 산 루미늄막  시  과가 막 께에 하지 는다고 하

는 사실 , 막  하는 실리  과 산 루미늄 계  근에 여 다고 생각 다.  

 결과 , 산 루미늄막 께  40nm 하  해도 한 시  과가 얻어지는 것  다.[0074]

한 산 루미늄막   하량  극 시  단시간 열처리    가능한 것  새 운 지

견  얻어 , 과   닐링 공  생략할  다.  

[실시  1][0075]

 께 250㎛, 비 항 1Ω?cm  보  도핑 {100} P  컷 실리   100매에 하여, 가열  산[0076]

 에 해 슬라  미지  거 후, 산 /2-프   에 지하고, 처 

 행하고, 계 해  염산/과산  합  에   행했다.  다 에 브  하에,

1000℃   리  포갠 상태에  열처리하여, P
+

 했다.   계 해 , 시염  하에,

850℃에  리  포갠 상태에  열처리하여, PN 합  했다.  산 후, 산  리  거하

고,   후, 건 시 다.  상  처리 후, 사 지막  께 100nm  질 실리 막  플라 마

CVD 에 해,  체 에 막했다.  

얻어진   50매에  시 막  했다.   50매에 해 는, 께 20nm  산 루미늄막[0077]

원  퇴  에 해 도 200℃에   체 에 막했다.  원료 가 는 TMA  사 하고, 산

는 산  사 했다.   에 해 얻어지는 산 루미늄막  학  몰포  Al2O3 다.  그

후, 링 에 해 실리  산 막  150nm 막했다.  

다 에    에 Ag 트  빗 상  크린 쇄하고, 건 했다.   후,[0078]

800℃   공  하에 3 간 행하고, Ag 극에 과   체막  통시  실리

과 도통 게 하 다.  태 지  에 사재  께 2㎛  Al막  진공 착  했다.  

[비  1][0079]

실시  1에  한  지 50매  에, 실시  1   과 동 한  질 실리 막[0080]

100nm 막한 는, 실시  1과 동 하게 행했다.  

실시  1  비  1에  얻어진 태 지 , 에어 매  1.5  사 태  사 한   특[0081]

  행한 ,  1에 타내는  같 , 본  실시한 실시  1  태 지  특  비  1

태 지  특  우월하는 결과가 얻어 다.  

 1

[0082] 비  체막 단락 

[mA/㎠]

개  

[V]

곡  

[%]

 

[%]

실시  1 Al2O3 20nm +

SiO2 150nm 

37.8 0.641 78.4 19.0

비  1 SiN 100nm 36.0 0.636 77.5 17.7

본  에  한  실시  1에 는,  에  한  체막  께가  비  1  것보다도  꺼움에도[0083]

하고, 한   얻어 다.  한,  없어짐 , 리크 가 해 어, 한 곡

 가 얻어 , 개    단락 도  크게 개 었다.  

[실시  2][0084]

 께 250㎛, 비 항 1Ω?cm ,  도핑 {100} N  컷 실리   100매에 하여, 가열  산[0085]

 에 해 슬라  미지  거 후, 산 /2-프   에 지하고, 처 

 행하고,  계 해  염산/과산  합  에  행했다.   다 에 브  하에,

1000℃에  리  포갠 상태에  열처리하고, PN 합  했다.  계 해 , 시염  하에,

850℃에  리  포갠 상태에  열처리하고, BSF  했다.  산 후, 산  리  거하

고,   후, 건 시 다.  상  처리 후,  체막  께 100nm  질 실리 막  플라

마 CVD 에 해,  체 에 막했다.  
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얻어진   50매에  시 막  했다.   50매에 해 는, 께 20nm  산 루미늄막[0086]

 원  퇴  에  해   도  200℃에   체 에  막했다.   원료  가 는  TMA

사 하고, 산 는 산  사 했다.   에 해 얻어지는 산 루미늄막  학  몰포

Al2O3 었다.  그 후에 상  CVD 에 해 산 티탄막  50nm 막했다.  

다 에    에 Ag 트  빗 상  크린 쇄하고, 건 했다.   후,[0087]

800℃   공  하에 3 간 행하고, Ag 극에 과   체막  통하게 하고

실리  과 도통시 다.  태 지  에 사재  께 2㎛  Al막  진공 착  했다.  

[비  2][0088]

실시  2에  한  지 50매  에 실시  2   과 동 한  질 실리 막[0089]

100nm 막한 는 실시  2  동 하게 행했다.  

실시  2  비  2에  얻어진 태 지 , 에어 매  1.5  사 태  사 한   특[0090]

  행한 ,  2에 타내는  같 , 본  실시한 실시  2  태 지  특  비  2

태 지  특  우월하는 결과가 얻어 다.  

 2

[0091]  체막 단락 

[mA/㎠]

개  

[V]

곡  

[%]

 

[%]

실시  2 Al2O3 20nm +

TiO 50nm 

36.5 0.651 78.8 18.7

비  2 SiN 100nm 36.2 0.637 78.0 18.0

 

101, 201, 301, 401, 501 도체 [0092]

102, 202, 302 N

402, 502 P

103, 203, 303, 403, 503 PN 합

104, 105, 204, 304, 404, 504 체막

205, 305, 405, 505 시 막

205a, 305a, 405a, 505a 산 루미늄막

205b, 305b, 405b, 505b 체막

206, 306, 406, 506  계(BSF)

106, 207, 307, 407, 507  극

107, 208, 308, 408, 508  극
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도 3

도 4
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도 5

도 6

도 7
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